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4. Obiectivele cursului:  

• familiarizarea cu operaŃiile tehnologice de baza implicate in realizarea circuitelor 
integrate monolitice bipolare si MOS 

• familiarizarea cu operatiile tehnologice de baza implicate in realizarea circuitelor 
integrate hibride cu pelicule subtiri si cu pelicule groase 

• prezentarea pricipalelor metode de incapsulare si ermetizare a circuitelor integrate 
 
5. ConcordanŃa între obiectivele disciplinei şi obiectivele planul de învăŃământ:  
Disciplina de “Bazele Tehnologice ale Microelectronicii 2” vizează pregatirea tehnică de 
specialitate pentru studenŃii facultăŃii de Electronică şi TelecomunicaŃii de la secŃia 
“Microelectronică, Optoelectronică şi Nanotehnologii”. Se bazează în special pe 
cunostiinŃele acumulate la disciplinele “Bazele Tehnologice ale Microelectronicii 1” şi 
“Dispozitive electronice”, oferind baza de cunostiinŃe pentru disciplinele aplicative de la 
această secŃie referitoare la proiectarea circuitelor integrate. 
 
6. Rezultatele învăŃării exprimate în competenŃe cognitive, tehnice sau profesionale 
StudenŃii capătă competenŃe în proiectarea de dispozitive pasive şi active, în condiŃii de 
cunoaştere a procesului tehnologic de realizare, în aplicarea unor tehnici specifice de 
proiectare a măştilor pentru circuite analogice şi pentru circuite digitale, în manipularea unor 
instrumente de proiectare şi verificare, şi în înŃelegerea conexiunilor dintre limitările 
tehnologice inerente şi performanŃele dispozitivelor şi circuitelor realizate. 
 
7. Proceduri folosite la predarea disciplinei:  
Mod de predare: expunere teoretică. 
SusŃinere laborator: exemple de proiectare şi verificare a unor circuite plecând de la 
documentaŃia tehnică specifică procesului tehnologic BiCMOS utilizat. 
Nivelul de predare, atat teoretic cât şi aplicativ, se adaptează la nivelul de pregătire şi 
înŃelegere a studenŃilor rezultat din dialogul pe durata cursului şi a orelor de aplicaŃii, vizând 
aducerea unui număr cât mai mare de studenŃi la nivelul necesar acumulării competenŃelor 
disciplinei. 
 
 



8. Sistemul de evaluare:  
Evaluarea continuă: 

Activitatea la seminar / laborator / proiect / practică 
Ponderea în nota finală: 20% 

Testele pe parcurs  
Ponderea în nota finală: ___% 

Lucrări de specialitate  
Ponderea în nota finală: ___% 

Evaluarea finală: (Se precizează: examen sau colocviu.) 
Ponderea în nota finală: 80% 

Proba(ele): 
Teză cu 4 subiecte teoretice, cu pondere egală, fără acces la documentaŃie. 

 
9. ConŃinutul disciplinei: 

a) Curs 
1. (2h) Introducere 
2. (10 h) Tehnologia circuitelor integrate monolitice cu tranzistori bipolari. 

• ConstrucŃia tranzistoarilor bipolare. 
• Izolarea elementelor circuitelor integrate cu ajutorul joncŃiunilor p-n polarizate invers 

(tehnologia standard cu ajutorul bazei şi colectorului), izolarea cu dielectrici, izolarea 
combinată (VIP şi IZOPLANAR). 

• ConstrucŃiile şi calculul rezistoarelor şi condensatoarelor în circuitele integrate 
bipolare. 

• Metode de conectare diodică a tranzistoarelor bipolare. 
• Tehnologia I2L. 

3. (16 ore) Tehnologia circuitelor integrate monolitice cu tranzistori bipolari. 
• Procese de bază în tehnologia circuitelor MOS integrate pe scară largă (VLSI). 
• Depunerea polisiliciului. 
• Planarizarea şi autoalinierea. 
• Metode de izolare a tranzistoarelor MOS în VLSI. 
• Tehnologia p-MOS standard şi tehnologii p-MOS actuale. 
• Tehnologia n-MOS de bază şi tehnologii n-MOS avansate. 
• Tehnologia CMOS cu poartă din Al şi polisiliciu. 
• Tehnologia DMOS şi VMOS. 
• Tehnologia de metalizare multistrat în VLSI. 
• Limitele de integrare în tehnologia VLSI 

4. (12 ore) Tehnologia circuitelor integrate hibride cu pelicule subŃiri. 
• Materiale pentru suporturi şi purificarea lor. 
• Materiale rezistive şi dielectrice. 
• ConstrucŃiile condensatoarelor, rezistoarelor peliculare şi calculul lor. 
• Depunerea particulelor prin vaporizarea termică în vid şi pulverizarea în plasmă. 
• Măsurarea grosimii şi vitezei de depunere a peliculei. 
• Tehnologia măştilor. 
• Fluxuri tehnologice de confecŃionare a circuitelor integrate cu pelicule subŃiri. 

5. (12 ore) Tehnologia circuitelor integrate hibride cu pelicule groase. 
• Principii generale de proiectare a topologiei circuitelor integrate hibride cu pelicule 

groase. 
• Proiectarea rezistoarelor,condensatoarelor şi conductorilor. 
• ComponenŃa pastelor. 
• Paste rezistive conductoare şi dielectrice. 



• ConstrucŃia sitelor serigrafice. 
• Metode de depunere a pastelor. 
• ConstrucŃiile elementelor active şi pasive si interconectarea acestora. 
• Substraturi  cu mai multe etaje. 

6. (4 ore) Metode de încapsulare şi ermetizare a circuitelor integrate. 
• Fixarea cristalului sudarea cu ajutorul termocompresiei, ultrasunetului şi a laserului. 
• Tehnologia chip-ului întors. 
• Controlul ermetizării.  

 
Total 42 h 
 
 b) AplicaŃii 
5. Dispozitive utile si dispozitive parazite in tehnologiile CMOS actuale (2h). 
6. Exemplificarea principalelor tehnici de proiectare a layout-ului pentru circuite digitale 

(CMOS) (6h). 
7. Exemplificarea principalelor tehnici de proiectare a layout-ului pentru circuite analogice 

(CMOS) (12h). 
8. Verificari si simulari complexe post-layout (4h). 
9. Prezentarea problematicii ESD si a unor tehnici de protectie utilizate in circuitele 

integrate (4h).  
Total 28 h 
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